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(SJ) Integrierte Schaltungsanordnung 

(§) Es wird eine integrierte SchaJtungsanordnung (1C) mit 
mindestens einem in das IC-Gehause integrierten Kondensa- 
tor beschrieben. Der Kondensator bildet dabei gieichzeitig 
den Substrattreiger fur den Halbleiterchtp des ICs. Mit 
derartigen Kondensatoren iassen stch vorzuglich hochfre- 
quente, chipintern erzeugte und zu den Versorgungsan- 
schlussen des ICs gekoppelte Storsignale unterdrucken. 
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Die Erfindung betrifft eine integrierte Schaltungsan- 
ordnung (IC) nach dem Oberbegrtff des Anspruchs 1. 
Bei derartigen Schaltungsanordnungen werden die zur 5 
Unterdriickung von hochfrequenten Storsignalen oder 
zur Realisierung groBer Zeitkonstanten erforderlichen 
Kondensatoren aufgmnd der benotigten Kapazitats- 
werte als externe, d. h. auBerhalb des ICs angeordnete 
Kondensatoren ausgebildet. 10 

Externe Kondensatoren stellen fiir viele Anwendun- 
gen aufgrund der zusatzlich beanspruchten Platinenfla- 
che und des zusatzlichen Arbeitsaufwandes bei deren 
Montage einen erheblichen Kostenfaktor dar. Zudem 
sind Schaltungsanordnungen mit externen Kondensato- 15 
ren nicht zur Realisierung von Hochfrequenzschaltun- 
gen geeignet, da die fur diesen Anwendungsfall langen 
Leitungen vom Halbleiterchip des ICs zum externen 
Kondensator als mdgliche Storsenken oder Stdrquellen 
anzusehen sind. 20 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine 
Schaltungsanordnung gemaB dem Oberbegriff des An- 
spruch 1 anzugeben, die kostengiinstig und einfach her- 
zustellen ist und die auch mit Hochfrequenzsignalen zu- 
verlassig betrieben werden kann. 25 

Diese Aufgabe wird erfindungsgemaB durch die 
Merkmale im Kennzeichen des Patentanspruchs 1 ge- 
lost Vorteilhafte Ausgestaltungen und Weiterbildungen 
ergeben sich aus den Unteranspriichen. 

Die erfindungsgemaBe integrierte Schaltungsanord- 30 
nung weist einen Substrattrager auf, der als mindestens 
ein Kondensator mit zwei durch ein Dielektrikum von- 
einander getrennten Elektroden ausgebildet ist. Auf 
dem Substrattrager ist mindestens ein Halbleiterchip 
angebracht. Der Halbleiterchip weist mindestens zwei 35 
mit jeweils einer der Elektroden des Kondensators ver- 
bundene Anschlusse auf. Der mit der ersten Elektrode 
des Kondensators verbundene erste AnschluB des Halb- 
leiterchips ist vorzugsweise als ein am Substrat des 
Halbleiterchips angeordneter SubstratanschluB ausge- 40 
bildet. Die erste Elektrode des Kondensators und der 
SubstratanschluB des Halbleiterchips sind vorzugsweise 
iiber ein Lot oder einen elektrisch leitenden Kleber mit- 
einander verbunden. Eine derartige Verbindung dient 
neben der elektrisch en Kontaktierung auch zur mecha- 45 
nischen Befestigung des Halbleiterchips auf dem Sub- 
strattrager. Der ersten Elektrode des Kondensators 
wird vorzugsweise ein Bezugspotential zugefiihrt. Die 
zweite Elektrode des Kondensators ist mit dem zweiten 
AnschluB des Halbleiterchips, vorzugsweise einem An- 50 
schluB, an dem hochfrequente Storsignale auftreten, 
verbunden. Auf diese Weise ist der Kondensator auf 
kurzestem Weg und folglich induktivitatsarm mit dem 
Halbleiterchip verbunden. Um die Kapazitat des Kon- 
densators zu vergrdfiern, weisen dessen Elektroden und 55 
das Dielektrikum vorzugsweise maanderformige Struk- 
tur auf. 

Durch Strukturierung der auf dem Dielektrikum auf- 
gebrachten Elektroden ist ein Substrattrager mit men- 
re ren Kondensatoren herstelibar. Diese Kondensatoren* 60 
weisen vorzugsweise eine gemeinsame erste Elektrode 
auf, die vorzugsweise mit dem SubstratanschluB des 
Halbleiterchips verbunden ist. Die durch das Dielektri- 
kum von der ersten Elektrode beabstandeten zweiten 
Elektroden der Kondensatoren sind mit jeweils einem 65 
weiteren AnschluB des Halbleiterchips verbunden. Mit 
einem derartigen Substrattrager lassen sich hochfre- 
quente Storsignale an mehreren Anschlusse eines oder 


mehrerer Halbleiterchips gegen ein gemeinsames Be- 
zugspotential ableiten. 

Anwendungsschaltungen, zu deren Realisierung Kon- 
densatoren benotigt werden, sind mit dem erfindungs- 
gemaBen IC kostengiinstig, einfach und platzsparend 
herstelibar, da zu deren Herstellung keine externen 
Kondensatoren benotigt werden und da die benotigten 
Kondensatoren gleichzeitig den zur Herstellung des ICs 
erforderlichen Substrattrager bilden. Aufgrund der kur- 
zen und folglich induktivitatsarmen Leitungen vom 
Halbleiterchip zu den Kondensatoren sind die Konden- 
satoren insbesondere zur Unterdriickung von an An- 
schliissen der Schaltungsanordnung anstehenden hoch- 
frequenten Storsignalen, beispielsweise zur Unterdruk- 
kung von Storspannungen an Versorgungsanschlussen 
des Halbleiterchips, bestens geeignet Die Kondensato- 
ren eignen sich insbesondere zur Unterdriickung von im 
Halbleiterchip selbst erzeugten hochfrequenten Storsi- 
gnalen. Auf diese Art werden die elektrischen Eigen- 
schaften des ICs, beispielsweise die Storempfindlichkeit 
und der Signalrauschabstand, verbessert 

Die Erfindung wird anhand der Figur im folgenden 
naher beschrieben. Die Figur zeigt den aus zwei Kon- 
densatoren 2, 2' mit einer gemeinsamen ersten Elektro- 
de 20, mit zwei zweiten Elektroden 21, 21 ' und einem 
gemeinsamen Dielektrikum 22 gebildeten Substrattra- 
ger. Die mit dem BezugspotentialanschluB M des ICs 
verbundene erste Elektrode 20 der Kondensatoren 2, 2' 
ist iiber ein Lot 4 mit dem SubstratanschluB 11, bei- 
spielsweise dem MasseanschluB des Halbleiterchips 1, 
verbunden. Der AnschluB 10, beispielsweise ein erster 
VersorgungsanschluB des Halbleiterchips 1, ist iiber den 
Bonddraht 3 auf kurzestem Weg mit der am AnschluB 
Vcc des ICs angeschlossenen zweiten Elektrode 21 des 
Kondensators 2 verbunden. Der Bonddraht 3 wird hier- 
zu an der als Ausnehmung ausgeftihrten Durchkontak- 
tierstelle 23 durch die erste Elektrode 20 und durch das 
Dielektrikum 22 hindurch mit der zweiten Elektrode 2.1 
verbunden. Der AnschluB 10' beispielsweise ein zweiter 
VersorgungsanschluB des Halbleiterchips 1, ist iiber den 
Bonddraht 3' und iiber die Durchkontaktierstelle 23' mit 
der am AnschluB Vcca des ICs angeschlossenen zwei- 
ten Elektrode 21' des zweiten Kondensators 2' verbun- 
den. Die Kondensatoren 2, 2' dienen im vorliegenden 
Beispiel zur Unterdriickung von hochfrequenten im 
Halbleiterchip 1 selbst erzeugten Storsignalen, die, falls 
sie nicht unterdruckt werden, am Bezugspotentialan- 
schluB M oder an den Anschliissen Vcq Vcca des ICs 
als steile, nadelformige Stdrspannungsspitzen nachweis- 
bar sind. 

Patentanspriiche 

1. Integrierte Schaltungsanordnung (IC) mit minde- 
stens einem auf einem Substrattrager angebrach- 
ten Halbleiterchip (1), dadurch gekennzeichnet, 
daB zumindest ein Teil des Substrattragers als min- 
destens ein Kondensator (2, 2') ausgebildet ist, daB 
jeder Kondensator (2, 2') zwei durch ein Dielektri- 
kum (22) voneinander beabstandete Elektroden (20, 
21, 21') aufweist, und daB jede Elektrode mit jeweils 
einem AnschluB des Halbleiterchips (1) verbunden 
ist. 

2. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1, dadurch 
gekennzeichnet, daB ein AnschluB des Halbleiter- 
chips (1) als SubstratanschluB (11) ausgeftihrt ist, 
der iiber ein Lot (4) oder einen elektrisch leitenden 
Kleber mit der ersten Elektrode (20) zumindest ei- 
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nes der Kondensatoren (2, 2') verbunden ist. 

3. Schaltungsanordnung nach Anspruch 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB die erste Elektrode 
(20) zurnindest eines der Kondensatoren (2, 2') mit 
einem BezugspotentialanschluB (M) des ICs ver- 5 
bunden ist 

4. Schaltungsanordnung nach einem der vorherigen 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Elek- 
troden (20, 21, 21') und das Dielektrikum (22) zu- 
mindest eines der Kondensatoren (2, 2') eine maan- 10 
derformig gefaitete Struktur aufweisen. 

5. Schaltungsanordnung nach einem der vorherigen 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB zumin- 
dest zwei Kondensatoren (2, 2') eine gemeinsame 
erste Elektrode (20) und ein gemeinsames Dielek- 15 
trikum (22) aufweisen. 

6. Verwendung einer Schaltungsanordnung nach ei- 
nem der vorherigen Anspruche zur Unterdruckung 
von an mindestens einem AnschluB (Vcc Vcca) der 
Schaltungsanordnung anstehenden hochfrequen- 20 
ten Stdrsignalea 

7. Verwendung einer Schaltungsanordnung nach 
Anspruch 6 zur Unterdruckung von im Halbleiter- 
chip (1) selbst erzeugten hochfrequenten Storsigna- 
len. 25 
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